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一、研究主題與目標 
1. 高功率半導體元件設計及製程研發 

研發溝渠式閘極金氧半場效電晶體之製程簡化，並製作一雙重摻雜基底之元

件，改善元件導通特性。此外，並設計耐壓六百伏特之 IGBT。 
2. 奈米元件及製程 

研究矽奈米線成長機制，並經由製程設計而形成自動對準之矽奈米線電晶體

元件。 
3. 次零點一微米積體電路製程及元件 

對包含 bulk 及 SOI 矽基底之極小尺寸電晶體元件作規劃設計，並對其通道

工程與汲極工程作一探討。此外，包含閘極、源汲極接面、高介電常數電容

等製程，作相關探討。 
4. 顯示器元件與技術 

使用大角度源汲極離子佈植獲至特性極佳之複晶矽薄膜電晶體，並對輕摻雜

源汲極離子佈植對元件特性影響作一研究。通道工程對元件的影響亦作相關

討論。也使用 buried channel 來形成複晶矽薄膜電晶體，以改善其特性。 
5. 太陽電池元件/製程 

對矽、矽鍺、碳化矽等材料之太陽電池，其結構及製程作研究設計，使達到

較佳的轉換效率。 
 
二、最近研究題目 
 

 以雙重摻雜基底來形成溝渠式功率金氧半場效電晶體  
在均勻摻雜基底之方式下，在適當的溝渠深度、磊晶厚度、與基底濃度的選擇

時，可形成一耐壓超過 30 伏特而且特性導通電阻大約 1 ohm-cm 之電晶體。另一

方面，藉由使用高能量與低能量之雙重硼佈植，可形成雙重摻雜基底之方式。藉

由使用雙重摻雜基底之方式，可進一步獲得一耐壓超過 30 伏特而且特性導通電

阻大約 0.8 ohm-cm 之電晶體。 因此，隨著將 cell pitch size 降至 2 μm 以下, 這
個元件製造方式將是有潛力且實際地來達成一低於 0.1 mΩ-cm2 的特性導通電

阻且耐壓超過 30 伏特。 
 

 以大角度離子佈植汲極來形成高效能的薄膜電晶體 
比較傳統型單一汲極/源極的薄膜電晶體，擁有輕摻雜汲極結構的薄膜電晶

體，以及擁有大角度離子佈植汲極結構的薄膜電晶體的電特性。結果顯示擁有大

角度離子佈植汲極結構的薄膜電晶體比起傳統型單一汲極/源極的薄膜電晶體、

擁有輕摻雜汲極結構的薄膜電晶體將會擁有更低的漏電流。因為它對藉由陷阱狀

態所產生的載子發射機制能更有效的抑制。而且，擁有大角度離子佈植汲極結構



的薄膜電晶體其衝擊游離電流(與元件使用之可靠度相關)的峰值比起傳統型單

一汲極/源極的薄膜電晶體、擁有輕摻雜汲極結構的薄膜電晶體也會小的多。因

此，擁有大角度離子佈植汲極結構的薄膜電晶體將可以達到優越的元件特性以及

可靠度。 
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